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„InP-basierte Oberfldchenemittierende Laserdiode 
Kurzbezeichming: Mass-Transport VCSEL (MT-VCSEL) 



1. Welches Problem wird mit der Erfindung geldst ? 

Die vorliegende Erfindung prasentiert einen LSsungsvorschlag fur eine einfach herzustellende InP- 
basierte oberflachenemittierende Laserdiode (engl.: Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser. 
^SEL) fur den Wellenlangenbereich von ca. 1.3-2um. Fur die Herstellung der 
-JndungsgemaBen Laserdiode wird im Gegensatz zu ahnlichen Losungen nur ein EpitaxieprozeB 
oenStigt, weshalb sich dieser VCSEL preiswerter und mit hoherer Ausbeute fertigen lafit. Zudem 
weist die erfindungsgemaBe Laserdiode nur eine sehr geringe eingebaute Wellenfiihrung auf, was 
die StabiUsierung des lateralen Einmodenbetriebs auch bei groBeren Aperturen erleichtert und 
damit insgesamt hohere Einmodenleistungen als bei vergleichbaren herkommlichen VCSELn 
ergibt. 

2. Bisherige Losungsmethoden. 

Langwellige Laserdioden mit anwendungstauglichen Eigenschaften, speziell fur den 
Wellenlangenbereich oberhalb 1.3^im, werden bislang aus InP-basierten Verbmdungshalbleitern 
hergestellt. Von den bisher vorgestellten Ansatzen, wie metamorphe Schichten bzw. Spiegel /l/, 
wafer fusion /2/, Luft-Halbleiterspiegel /3/, Antimonidbasierte Spiegel /4/ und vergrabene 



